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1. はじめに 

近年、Siに代わる高性能材料として Geが注目されており、歪みの印加により特性向上が期待され
る。これまで、圧縮歪みによる正孔移動度増大が報告されているが、引っ張り歪みが移動度に与える影
響は調べられていない。Si基板上への Geのエピタキシャル成長によって、引っ張り歪みが導入される
が、その歪み量は小さく、効果が見えにくい。そこで今回、Geマイクロブリッジ構造を形成することで、
一軸引っ張り歪みをマイクロブリッジ中心部分に印加することで、歪み量を増大させて移動度の変化を
調べた。 

2. 実験方法 

2段階成長法を用いて Ge-on-Si(100) を作製した。Si(100)基板上に固体ソースMBEを用いて低温
Ge層(40nm Tg = 350C)、高温 Ge層(460nm Tg = 700C)を成長させ、高品質な引っ張り歪み Ge層を
成長させた。その後、フォトリソグラフィによるホールパターンのパターニング、ドライエッチングによる
Ge、Siのエッチング、KOHによる Siの選択エッチングによりマイクロブリッジ浮遊構造を作製した(Fig. 

1)。ブリッジ方向は、<100>方向とした。室温下でのホール測定を行い、歪み特性と移動度の評価を行
った。 

3.実験結果、考察 

Fig. 2に KOHエッチングによって Geブリッジの浮遊化後の SEM像を示す。中心部はエッチング
によって浮遊が確認されているものの、交差部分でのエッチングが不十分となってしまった。Fig. 3に
ホール測定から得られた移動度とラマン測定から得られた歪みの値を示す。浮遊化によって引っ張り
歪みは 0.32％と見積もられ、浮遊化前の 0.23%からの増加が確認された。キャリアは全て正孔となり、
移動度は浮遊化前では 1000 cm2/VS、浮遊化後では 1500 cm2/VSと大きく向上していることが示され
た。以上の結果より、マイクロブリッジ浮遊構造の作製による引っ張り歪み増加によって移動度向上が
可能であることが示された。これは、価電子帯でのバンド分裂により、軽い正孔への占有率が向上した
ためであると考えている。ホールパターンを完全に浮遊させることで、さらに強い歪みが加わり、更なる
高移動度が実現できると考えられる。 
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Fig. 1 Fabrication procedure of strained Ge micro-floating structures 

Fig.3 Mobility and strain for as-grown and 

floated Ge-on-Si 
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